SF136

Firma: RFT

stosowania

Typ tranzystora: tranzystor Krzemowy

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-
planarny n-p-n w obudowic metalowej, kolektor =
potaczony z obudowa, cigzar okoto 0,5 G A —
Zastosowanie: wzmacniacze w.cz. ogdlnego za- V3

Typy podobne: 2N743, 2N744, BC169 (ITT),
BSY62, BC167 (Sie), KS500 (Tesla)
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Rys. 1-893. SF136

Warto$ci charakterystyczne®’

Rys. 1-894. Dopuszczalny zakres pracy 0

|
min  typ max
Icpo ‘ 01 100 | nA | przy Usp =20V
Igpo 0,5 100 | nA przy Ugg =5V
Usriceo ‘ 12 32 v przy I = 10 mA
Ucksat { 03 | V | przy Iz =1mA, I = 10 mA
hay1g (A) 18 35 )
(B) 28 71
© 56 140
(D) 112 280 przy Ucg =1V, I =10 mA
(E) 224 560
(F) | 450 1120 |
fr . 300 MHz | przy Ucg =10V, I; = 10 mA, f= 100 MHz
F 7,8 | dB przy Ugg =6 V, I = 0,2 mA, f= 1 kHz,
k R, = 500 Q
h i
Pazl - : 120 300 | ps | przy Ugg =10V, Io = 10 mA, f= 30 MHz
\
hl le 6,9 kQ
hize 4,1 10-4 || przy Ucg =6V, Ic =2 mA,
haie : 510 f=1kHz
ha2e | 64 uS
Cazp 2,55 5 pF | przy U =10V, Iz =0, f= 2 MHz
WartoSci graniczne
] i \
UcBo max 1‘ 20 v Pyt max ! 13 \"%
UcEo max l 12 v L max | +175 °C
UEBO max | 5 v Lamb l —40++125 ©
IC max ‘ 200 mA 'Rth Jj-a ‘ 0,5 °C/mW
IB max | 20 | mA [ Ry J-c | 0,15 °C/mW
Ptot max ! 3002) 1 mwW ‘ 1
D tamp = 25°C (—5°C) ]c[/'”A]
2) tamp = 25°C 20
3) tease = 25°C
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Rys. 1-895. Zaleznos¢ admitanciji przejSciowej

Rys. 1-896. Zalezno$¢ admitancii wejsciowej
V210 od pradu kolektora i czestotliwosci Y11e0d pradu kolektora i czestotliwosci

20 gyelns 60
petsFize) 11 ] SFI36
g y//e-f//c,f/ Y=z 1)
Ype =5V | UYgp =10V
|
10mA |
4 / !
o
MA_e. ol
100MHz
2mA ///f i -2
- | 9
3 ImA ,7
Ie=05mA ¥}

paw” mezl

// » L 200

77

\\&\\ \
x

50 |
bare
/ ]
7 /-/ A/amt/z ] -m |
Y 1 2 e ]
Rys. 1-897. Zalezno$¢ admitancji wejsciowej Rys. 1-898. Zalezno$¢ admitancji przejsciowej
Y11e 0d pradu kolektora i czestotliwosci

Ya1e 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-901. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej Rys. 1-902. Charakterystyki statyczne

Y22 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-903. Zalezno$¢ wspodlczynnika wzmoc- Rys. 1-904. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-905. Zalezno$é parametréw k£ od na- Rys. 1-906. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-

pigcia kolektora tora od temperatury zlacza
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Rys. 1-907. Zalezno$¢ wspotczynnika wzmoc- Rys. 1-908. Zalezno$¢ normowanego para-
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Rys. 1-909. Zalezno$¢ pojemnosci Cr, od Rys. 1-910. Zalezno$¢ napigciowa pojem-

napiecia emiter-baza nosdci Cyyp
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Rys. 1-911. Zalezno$ci admitancji zwrotnej

w ukladzie OE
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Rys. 1-912. Zalezno$ci admitancji zwrotnej
w ukladzie OE



